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ئط اشباه الموصلات باانواع ن  

النبائط الالكترونية : وحدات بناء التي تبنى عليها الانطمة الالكترونية او مكونات اي دائرة الكترونية ولذلك هنالك 

 الى :   بصورة عامةالالكترونية يمكن تقسيم النبائط ثلاثة انواع منها ، اذ 

   

 

 

 

 

 

 ( يوضح انواع النبائط1-3مخطط )                                                                

 

، اما المعقدة: الدايود و الترنستور ، اما و المكثف  ونقصد بالبسيطة: مثل الملفات و الاسلاك  والمقاومات

 ، وهي موجودة بالدائرة لتقوم من الدائرة تبقى الدائرة تعمل ولا تتوقف خصصة هي التي التي ان حذفت تالم

  . محددة مثل نبيطة الخلية الشمسية في الحاسبة الصغيرة وظيفةب

لها تقسيم خاص بها والذي يمكن ان يلخص  والتيالنبائط المعقدة عندما تصنع من اشباه الموصلات 

   بالمخطط الاتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع الـنـبـائـط الالكترونية

بـسـيـطة  

معـقـدة

المتخصصة
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  ( يوضح انواع نبائط اشباه الموصلات2-3مخطط )

اشــباه الـمـوصـلاتطـبائـواع نـان

النبائط الاحادية

Unipolar Devices

ترانزستور 
نوع يمجال

)MOSFET
(

-ثنائي معدن
شبه -اكسيد 

موصل 
MOS

الترانزستور 
المجالي 

شبه -معدن 
موصل 

MESFET

الترانزستور
المفرقي 
المجال 
JFET

تماس 
معدن شبه 

موصل

النبائط ذات الحاملات المزدوجة

Bipolar Devices

رلترانزستوا

ورـتـروسـايـالث

نبائط الموجات الدقيقة 

Microwave Devices

نبيطة الالكترون المنتقل  
TED

ثنائي 
BARITT

ثنائي 
IMPATT

الثنائي 
النفقي

الفوتوالكترونية النبائط
Photonic Devices

الخلية الشمسية الكاشف 
الضوئي

الثنائي الضوئي التايهوري

الموصل الضوئي

الثنائي الضوئي

ليزرات اشباه 
الموصلات 

الثنائي المشع 
للضوء

النبائط المتكاملة
Integrated Devices

الفعالة  غير الفعالة

المتسعة المتكاملة

القاومة المتكاملة



  محاضرة)3(                         نـبـائـط اشــبـاه الـمـوصـلات                      المرحلة الرابعة         
مجموعة الليزروالكهروبصريات                                                                                       نـسـيم حـنـسـتد.

 

- 3 - 
 

 

 Unipolar Devices          النبائط أحادية الشحنة -ولا:ا

نوع واحد فقط من الشحنات، وسوف نتعرف على ها موصلة يهيمن على عملية التوصيل فيوهي نبائط شبه       

 خمسة منها وكما يظهر بالمخطط أعلاه: 

                  METAL – SEMICONDUCTOR CONTACTS   شبه موصل –تماس معدن   -1

شبه موصل ومن الناحية الكهربائية تشبه مفرقا فجائيا لطرف واحد نوع  -النبيطة الاولى هي تماس معدن 

p-n    وتتميز باستجابة زمنية سريعة. ان تماس المعدنفي حين هي نبيطة يتوقف عملها على الحاملات الاغلبية- 

وهذه .  ohmic contactشبه الموصل المتكون على شبه موصل عالي التطعيم يعد اهم اشكال التماس الاومي  

به موصل. ي دقيق لسطح  شاس نقطة. اذ تم ذلك بضغط سلك معدنالنبيطة اول نبيطة تم صناعتها  لتكون مقوما بتم

ان بالامكان  1938في    Schottky. واقترح شوتكي 1904النبيطة لاغراض عدة منذ عام وقد استخدمت هذه 

الحصول على خاصية التقويم نتيجة حاجز الجهد الذي ينشأ بوجود شحنات فضاء مستقرة في شبه الموصل ويدعى 

شكل تماس معدن . ومن الممكن ايضا ان لا ي Schotty barrir بحاجز شوتكيالنموذج المبني على هذه الفرضية 

سا مقوما. اي ان مقاومة التماس تكون مهملة وصغيرة ايا كانت قطبية الفولتية المسلطة و يعرف شبه موصل تما –

. وتحتاج جميع النبائط شبه الموصل وكذلك الدوائر المتكاملة الى تماس بالتماس الاوميالتماس من هذا النوع 

 المنظومة الالكترونية .اومي من اجل ربطها بالنبائط الاخرى في 
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بانحياز عكسي كبوابة للتحكم  p-nوهو بالاساس مقاومة تتحكم  فيها الفولتية. وهي تستخدم مفرق 

 في المقاومة ثم سريان التيار بين تماسيين اوميين.
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   :        Principles of Operation  مبدأ العمل 

اذ يتكون الترانزستور المفرقي المجالي من قناة موصلة في   JFETاعلاه منظر يجسد تركيب (a)يبن الشكل  

والاخرى تفعل فعل المصرف  sourceنهايتها تماسيين اوميين، واحدة من هاتين النهايتين تفعل فعل المصدر 

drainر الى من المصد . وعند تسليط فولتية موجبة على المصرف نسبة الى المصدر فان الالكترونات تسري

المصرف و بذا يبدو المصدر منبعا للحاملات في حين يبدو المصرف كالبالوعة لها. اما القطب الثالث ينثل البرابة 

 وعمق  Zوعرض القناة  Lالابعاد الاساس للنبيطة هي طول القناة  فانه يكون مفرقا مقوما مع القناة. وتعد 

 . 2aالقناة 

 

 The  MESFET    شبه موصل –الترانزستور المجالي معدن . 3  

شبه موصل وهذا  –نوع معدن  Rectifying contactغير انه يستخدم تماسا مقوما   JFET وهو يشبه 

. ويتم تصنيعه    JFET. ان عمله مشابه لعمل  1966. تم ابتكاره عام  p-nيكون بوابة التحكم بدلا من مفرق 

 على ارضية من مادة شبه عازلة وذلك للتقليل من المتسعات الشاردة. ويبين Epitaxialبتكوين طبقات فوقية 

 III-Vمن مركبات   n. وتصنع معظم هذه النبائط من شبه موصل نوع   MESFETمنظر يجسد الشكل ادناه 

اومة لمقوذلك بسبب التحركية العالية للالكترونات فيه والتي تساعد في تقليل ا GaAs كارسنيد الكاليوم 

عين ويكون على نو المتوالية وبسبب سرعة الاشباع العالية للالكترونات التي ترفع من قيمة تردد القطع.

             The Normally – Off MESFET         المغلق عادة  MESFETالترانزستور  -1اساسيين : 

  MESFET        The HeteroJunction ذو المفرق المتباين            MESFETالترانزستور    -2

  

       

 



  محاضرة)3(                         نـبـائـط اشــبـاه الـمـوصـلات                      المرحلة الرابعة         
مجموعة الليزروالكهروبصريات                                                                                       نـسـيم حـنـسـتد.

 

- 6 - 
 

لان استقرارية جميع النبائط شبه الموصلة مرتبطة  عمل النبائط لفهم  مساعدتنا اهمية كبيرة في MOSثنائي لو 

. وله فائدة اخرى اذ يستخدم كمتسعة خزن في الدوائر المتكاملة ، ويشكل وحدة البناء بصلة وثيقة بحالة سطوحها 

 ويكون اما : . charge-coupled devices  (CCD)الاساس للنبائط متقارنة الشحنة 

 The Ideal MOS Diode                                  المثالي MOSثنائي   -1

 Si -2MOS Diode            SiOSi -2The SiO  نوع   MOSثنائي  -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  محاضرة)3(                         نـبـائـط اشــبـاه الـمـوصـلات                      المرحلة الرابعة         
مجموعة الليزروالكهروبصريات                                                                                       نـسـيم حـنـسـتد.

 

- 7 - 
 

 Si-2Si MOS Diode            SiO-2The SiO  نوع   MOSثنائي     4.2

وتقترب المميزات الكهربائية   Si - 2SiO -دراسة وبحثا هو الثنائي معدن   MOSان اكثر الثنائيات  

في حالة الاقطاب المعدنية شائعة الاستخدام عادة لا  الا  انه  MOSمن مميزات الثنائي   Si - 2SiOلمنظومة  

صفرا  وبذلك تكون هنالك شحنات متنوعة داخل الاكاسيد او عند السطح البيني    ms ϕqيكون فرق دالة الشغل  

 .المثالي MOSتؤثر بشكل او اخر على مميزات ال والتي  Si - 2SiOلل 

   

   

. ان مميزات MOSئي يقعان تماما بجوار منطقة الثنا  p-nمع مفرقين   MOSوهو في الاساس ثنائي 

. وان استهلاكه للقدرة واطيء جدا وان عدد الوحدات  MESFETوفي  JFETوسمات عمله تشبه ما نجده في 

الصالحة للعمل عند تصنيعه عالي جدا مقارنة بعدد الوحدات التالفة. و ايضا من المزايا هو امكانية تصغيره وان 

ت اقل من الترانزستورات المزدوجة باستخدام نفس قواعد التصميم. ويعد اهم نبيطة مستخدمة في يحتل مساحا

 microprocessorsويستخدم بصورة واسعة في المعالجات الدقيقة    VLSIالكثافة جدا   الدوائر المتكاملة عالية

 .chipالواحدة وذاكرات شبه الموصل التي تحتوي على الاف المركبات المنفردة على الفتاتة 
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   Bipolar Devices ثانيا: النبائط ذات الحاملات المزدوجة

ا وهذا مغاير لم هي نبائط من شبه الموصل تسهم الالكترونات والفجوات معا في عملية التوصيل فيها.        

اذ يهيمن نوع واحد من الحملات على عملية devices    unipolarوجدناه في النبائط ذات الحملات المنفردة

 التوصيل فيها.        

 ومن الأمثلة على هذا النوع الثاني من النبائط سنتعرف على:

 أولا: الترانزستور

 وصلتين، لدينا يتشكل بحيث للثنائي ثالثة طبقة تضاف عندماوهو من اكثر نبائط اشباه الموصلات أهمية ، اذ        

 شاراتالا تكبير على عالية بقدرة الترانزستور ويتمتع ،"الترانزستور" علية يطلق جديد عنصر هو الناتج فان

 الصغير حجمه من بالرغم وهذا الالكترونية،

  Cالمجمّع  و   Bالقاعدة  وهي . هُ من  جرتخ طراف  له ثلاثة  عنصُر هو الترانزيستور: الترانزيستور وصف

 مرات اربع مكبر BC547  النوع من لترانزيستور رسمفي الجانب    E ..الباعث و
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 شكل يوضح الاشكال التجارية وانواع ورموز الترانزستور ودلالتها 

 The Thyristorالثايروستور   ثانيا : 
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